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Annotation. We detected the magnetic field influence on emission intensity of 
LED. In transverse magnetic field the area of radiative recombination is displaced to 
small-gap region of base of variband LED. It lead to a shifting of LED”s emission 
spectrum to a low-energy range. In magnetic field the emission intensity decreases be-
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cause the injected charge carriers deviate to a surface, where the nonradiative 
probability increases. 
 
'����
�
�� ����R������

K� ������ � �������

�� ���	��������
�� 

���	
�� ���H���
�� �� ���������
��� �������
�, �����!�
�� 	���H�% 
�
���������
���� � 	K������%�����, 
���!
���� R����
���. '��������, 
���������Y�� � ��
���� ���
������
�% �����	�
���� � �����
�
��� @3�5, 
H����� �������
��K� � ����R������
���, � 
�����Y�� ����� 
�������� 
	���H�� ����
�� [1]. ���	�

�� �
���
�� ��� R��� ���!
� ����� ��
��
�� 
����
�� ������
��� ���� �
�H
�� �����	������
�Y�� �������� 
� �������� 
���
������
�% �����	�
����. '�� ���������
�� 	���H�
���� ����R������
-

K� �������� � �������� �
���������
��� R����
�� ��!�� 	K�� ��	� �����-
����, ��	� ��������, ��	� ���������
��. ��
��� ��� �������� �
�������� 
�� ��������
 �����
K% �
����� ������������ ��H� ����������
�� � �������� 
�
���������
��� R����
�� ����������. '�R���
 ��
��
�� ����
�� 
���
��
��� ���� �� ��������������� p-n-��������� ��������
���Y�� 
������ �������� ���
���
�% ������%, ����������� 
� ���������

�%. 

� ��

�% ��	��� ������������� ��� ���� �	������ ��������
���Y�� 
������ 
� ��
��� ���
������
���� ��
��K @3�5. � ������ ���� � �������� 
�����!�� ������������� GaAs, 
� �����
� R����������
� 
���Y������ 
���
���Y�% p-���% Ga1-� Al� As:Ge � �
!�����
�Y�% n-���% Ga1-y Aly As:Te, 
��� � = 0,5 – 0,6 � 0 = 0,22 – 0,25. ;��Y�
K ���
���Y��� � �
!�����
�Y��� 
����� ���������� �����������

� 4,9 � 11,2 ���, ����
�� ��������� 500�500 
���, ��	���% ��� -10 mA. ���
��
�� �K�������� ����� n-�	�����, �����
��-
�
���
� ���������  p-n-���������. ����������
K� ��������������  p-n-����-
����� ��������������� ��
�%
��
 ����������
�� 
�������
������

K� 
�������% �	���� p-n-�������� � ������
��� ��
��
������ ������� 1021 ��-4. 
$��
��
�K ����Y����� � ���
K% ����
� � ����������������� R������
�% 
�����%. "������� ������
�% �����
� � ��	��� [2]. "��
��
�� ���� 	K�� 

�������
� �����
���
���
� ���!�
�� �
!��������

K� �� n-R������� 

�������% ������. 

'�� �����%����� ���
��
K� ����� 
� ���������

K� ���������
��
�K 
���������� 
�����

K�� ����K� � �	���
K� ����������
K� ��������������, 

����
K ���������
K� � �����������K� ������������� R����������
����
-
���. 4�  ����
����� � ���
��
�� ���� ����!�
�� ������
�� � ���
H���
� 
�����K ����
����
���. ^�� ������������
�� �	 ���
������ ����
�� ���
��-

��� ���� 
� ����
��� ���
������
�% �����	�
���� ���������

K� ���
��
�. 

������
�� ���������� � ������ 
�������
�� �������� � �
!����� 
R������
�� �� n-�	����� � p-�	�����, ��� �
� ���
������
� �����	�
��
��. 
'���Y�
�� ���������� � �������
�� ���
��
�� ���� �������� � ��������-

�� ���������� �
!��������

K� 
�������%. *��� _, 
� �����K% �
!����-
����

K� 
������� �����
����� �� 
�������
�� R������������� ���� ����-
�������� ��� 

                                tg_ = `�,                                                        (1) 
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��� ` – �����!
���� 
�������%; � – �
�
���� ���
��
��� ����.  
���
�� _ = arctg`�. � ��������
�� ��
��� ���
� ���
���Y�% �	�����  

W = Lcos_ ��� 
                          W = Lcos(arctg`�),                                            (2) 

��� L – ���
� ����
���

��� ���Y�
��. O�� ���������

K� � ��	��� 
���
��
� ���
� 	��K W 	K�� ��
�H� ���
K ����
���

��� ���Y�
�� 
�
!��������

K� 
�������% ������ L. � R��� ��
��� ���
������
�� 
�����	�
���� ���������� �� ���% 	���, � ����� 
�������%, ��H��H�� �� 
������
���� 	��K, �� ������% �K������� ���
��
��, �����	�
��
�� 
	��K��
������
�. "��
��
�� ���� ����K����� ���������� ���!�
�� 
�
!��������

K� 
�������%, �����
�� �� �� ������
����, ���������� ���� 
�� �
�� ����� ���
���Y
� p-�	����� 
���
�����, ��� R�������
�
� 

������
�� R�������
�% ���
K R��% �	�����. $����������
�, 

������������ ����� �
!��������

K� R������
��, �����	�
��
�Y�� � 
���
���Y�% �	�����,  � ��
�H� R������
�� 
����� ����� ��
����. =��� L 
�������� � 
������
�� �
��
���
���� ���
��
�� � ������ ���
��
��� ����.  

'�� ���
��
�% ��������
�� ��
�������
�� ����
�
�� ������
�K 
���
��
�� ��������
���Y��� ����� (����) � ����������� �� ������
K 
�������
��� ���
��
��� ���� ���������� ����� 40% (�
�
���� 0,4 ;�) 	�� 
����
�
�� ���
�� ������� � ����!�
�� ������
�� ���
��
��. 

4��	������ ��������, ��� ��� 	���H�� W � p-n-��������� 	
��� 

������������ ��H� ������
�� �����  p-�	�����, ��� �������� � 
��
�H�
�� 
�.�.�. '�� ��
�H�� W (2) � ����������� 	
��� 
��
�H����� �����
�����
�� 
�
��
���
���� ���
��
�� (��� � = 0), ��� 
� ����� ��K���. ;��!� �������� 
�����	�
���� �
!��������

K� 
������� 
� �����������Y�� ��
����� �  
���
���Y�% �	����� ���!
� 	K�� �
Y�����

� 	���H�, ��� � �z �	{z��, 
���	K �	���� ��
����� 
� ����������� �� 
������
��. #��� !� R�� 
������%���, �� 
� 	
��� ����
����� R�������
�� ���
� ���
���Y�% �	�����. 

�����% ��� ����������� ���� ������


� 	��
 � 
��
�H��Y�%�� 
H���
�% �����Y�

�% ��
K ��  n-�	����� � p-�	�����, ������ W > L (���. 1). 
������������� ���������K 
� ��
��� Ga1-� Al� As: Si (� < 0,37) � ��
��
���-
���% Si ������� 4·1017��–3, ���������

K� ������� !������
�% R�������� 
��� ����!��
��. � �������� �K��Y���
�� ����� � 
��
�H�
��� ���� 
�����
�� 
��
�H����� ���� ��
��
��� Si � ���KH����� ���� ����
���
��� 
Si. '�R���
 � �K��Y�

K� ����� �������  p-n-�������,  n-�	����� �������� 
H�����- ��

��, �  p-�	����� 
�����

��, � ����
K� ��������� ��!�
 
���. 
���
������
�� �����	�
����  ���������� � ��
��
�� � 	���� 
�����

�% 
����� ���
��
�K (p-�	�����). ���
��
�� �K�������� ����� n-�	����� 
�����
���
���
� ���!�
�� �
!��������

K� 
�������% ������ (
� ���. 1 
�	��
���
� �). $����� R����������
����
��� ���������

K� ����������� 
�����!�� ��

 �����
 � ���
H���
�% ��
��Y�%�� �� 0,1 �� 0,4 R� ��� 
������
K� �	������. ^
����� ������
�� ���
��
�� (� ����������� �� Eg � 
���������  p-n-��������) 
 ������
K� ����������� 
��������� � �������� 1,3 
– 1,85R�. '��
H���
� �����K ������� R����������
����
��� 	���H�, ��� � 
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������

K� p-n-���
��
��� �� ���� !� ���������, ��� �����
� � 
������

����� ���
��
�K. 

 
=��. 1. $��
��
�� ������

��� ���������� 

'�� �����%����� ���
��
��� ���� 
� ����� ���
��
�K ���������� 

�����

K�� R������������ � R����������
����
�
K� ��������������. 
�������� ����������� 
�����

�% � ���
H���
� �����K ����
����
��� � 
���
��
�� ����. ����
�
�� �
��� ���
��
��� ���� 
� ������ 
� ����
�
�� 
�������������. ��
��� � ������ ������
K ���
��
��� ���� (��� ������

�% 
������
� ���� ����� �	�����) ���������� ����� ������� R����������
����
-
��� � �����

 ��
�H�� R
����% (���. 2), ��� ����������
�� ���Y�
�� �����-
	�
����

�% �	����� � 
�����


� ����� 	��K (H������K� ��
�� ��� � > 0 

� ���. 1) � ���������� 
��
�H�
�� �
��
���
���� ���
��
�� (������ 2 
� 
���. 2). '����
� ����� ����
�
�% � ����
�Y��. � �������
�� ���
��
�� 
���� �
!��������

K� 
������� �����
����� � 	�����% ������
����, 
���������� ���� 
������������ ������
���
�� �����	�
���� � 
��
�H����� 
�
��
���
���� �K����Y��� ���
��
��. '�� ���
��
�% ��������
�� � ���� 
10mA ����
�
�� �
��
���
���� ���������� �� 30% ��� ���
��
�% �
�
���� 
0,4;�. $���� ������� ���
��
�� ������� �� 10% ��
�������
� R
������-
������� ����!�
�� ������
��. ������ �� �	K�
K� ����������
�% (����, ��� 
� ���
��
�� ���� ���������� 
��
�H�
�� L), ������ ���
��
�� ���!�
 
���
������ 
!�. ��
��� R��������
�K �����K����, ��� ���
H���
� ������� 
���
��
�� � ���
��
�� ���� 
� ��
�����. '�R���
 ���Y�
�� R������

�-
�K���
�% �����K � 	��� � ���
��
�� ���� (����� 
�������
�� ����) 
������
� �����
� � ����
�
��� �
��� 	������
�% �����!
����, ��� ����� 

�	�������� � p-n-��������� � �K������
�% 	���% [3]. 

;���� �	�����, �� ����������

K� ���
������� ����
��, ��� �������
� 
��������
���Y�� ����K, ��!
� �������� ������

 ���
��
��� ���� �� ��-
��
�
�� �
��
���
���� ���
��
��. (�� ���
� �� ���. 2, ������Y�� �� ���-

��
��� ���� ���������� ��!�� 	K�� ��� �
��
���
���� ����� ��� � ������� 
���
��
��. @ R�� � ���� ������� ���������� �����!
���� �����
�� ����-
R������

K� ���
�����������. ( �����
Y������ ����������
�� �
��
���-

���� ����� � �������� �
��������
��� ��������� ����
�� ��
���� �������
 
�� ����������� ���������
����. 4� ��� R��� 
��	������ 
���K���� �����-
Y�
�� �����  ��� �����!��
�� ��� �� ��������
, ��� �������� � ��������
-

K� ��
�
�����, ���	�

� ��� ���������
�� ���������� ��
����. '�� ��-
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��������
�� � �������� �
��������
��� ��������� ������K ���
��
�� ����-
���� ��
�
����, �����

K� � 
����� ���%��� ���������, 
� ����	������
�� 
����
�
�� ������K ���
��
�� � ����
�
�� ������
�K ���� 
� �K���� ����-
�����
��� ���!
��, ��� ����	������
�� ����
�
�� �
��
���
���� �����. 

 
=��. 2. )���������� R
����� � ������
�� ���
��
�� (1) 
� �
��
���
���� (2) �� ������
K ���
��
�% �
�
���� 
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�

����
��
�% ����� ������� 
������

� 
���%
���� (SUN), �����
�
� 
� ������ ������% � ��� ��� ������
�
�� ��! ��	�� 	�����. ��������, ��!
�% 
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